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はじめに 有機エレクトロルミネッセンス（電界発光現象）は、絶縁体工学の分野においてＡＣ

電圧印加による絶縁破壊現象の前駆現象として知られ、材料の劣化・破壊に至るトラップ電荷の

探索手段として重要である。一方で、有機ＥＬデバイスはＤＣ駆動で輝度劣化が生じるが、発光

分子による直接発光の輝度が強く、破壊前駆現象として微弱なＥＬを直接測定するのは困難であ

る。本報告では、電界誘起光第 2 次高調波発生（ＥＦＩＳＨＧ）法[1]により有機ＥＬ素子の絶縁

破壊前に正電荷が蓄積して絶縁破壊に至ることを直接示した。 

実験 図１に 2 層積層有機ＥＬ素子とＥＦＩＳＨＧ測定の様子

を示す。ＤＣ電圧をステップ昇圧（Ａｌ電極基準でＩＴＯに正の

電圧印加）すると、11 Vから大きく発光効率が低下し，短絡モ

ードで絶縁破壊する（図２）。ＥＦＩＳＨＧ法（レーザー波長 920 

nm，EFISHG 波長 460 nm）で CBP:Ir(ppy)3層の電界を選択的に

測定し、破壊前に CBP:Ir(ppy)3/Alq3 界面の電荷挙動を直接測定

した。 

結果 ステップ電圧印加時のＥＦＩＳＨＧ測定結果を図２に示

す。発光効率が下がる 1V前から正の電荷が蓄積し、CBP:Ir(ppy)3

層の電界が大きく緩和する。さらに絶縁破壊前には突発的なホ

ール注入により瞬間的に電界が小さくなっている。このため

Alq3 層の電界が瞬間的に大きくなることで（～1 MV/cm）絶縁

破壊を生じて短絡破壊に至る。 

まとめ ２層有機ＥＬの破壊前駆現象として瞬間的なホールの

注入が生じて絶縁破壊することをＥＦＩＳＨＧ法により明確化

した。 

[1] D. Taguchi, M. Weis, T. Manaka, M. Iwamoto, Appl. Phys. Lett. 95 (2009) 263310.  
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